Physik und Technologie der Halbleiterbauelemente: Klausur vom 16.04.2004

Aufgabe 1: -
Zeichnen Sie den Querschnltt eines CMOS lnverters Geben Sie d|e verschledenen HL- Gebxete ar

und kennzelchnen sne n und p-Kanal!

o : 'Aufgabe 2

s Profil N(x) fur die lonenimp antation von der Obe Iache bis ins Innere des HI

dem o.c_h;ein‘P'rQﬁ,l ﬁ]'rf;e‘m_»_ ihere Imp!antatldnsenérgle E2> e et

, b)Was far eiﬁ‘e’,,,,igiqh'behandlun‘g. muB nach der Implantation gemacht werden und warum?

rEIekﬂ'O“en an.
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b) Ein homogener, kontaktloser, feldfreier n-HL wird mlt einer durchdrlngenden Strahlung
bestrahlt so daR sich im HL Uberall die konstante Uberschussgeneratlonsrate G einstellt. Was hat
die homogene Anregung fur die Stomgle|chung zur Folge'? et

_jtlon von Ladun stragern' zwar noch

i in das Volumen hinein & Nas folgt in
1 Sie daraus die statlonarelefusmnsglelchung

) «'ln halblogarlthmlscher Darstellun:
vdealen nach Shockley abwelcht "

b) Zelchnen ' el_n ' ':;'-rsatzschaltblld daR den Nlchtidealltaten siner realen Diode fur aIIe
Stromberench Re hnung tragt Ordnen Sie d|e verwendeten Komponenten den drei Bereichen zu.
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C) Wie lauten die I(U) Gleichungen, welche die Kennlinien in den ersten beiden Bereichen
beschreiben? Wie lassen sich beide Gleichungen kombinieren, so daR elne resultlerende
Gleichung fur beide Bereiche gultlg ist.

Aufgabe 5: : , :
a) Zeichnen Sle die Energlebandermodelle von der Oberﬂache des n-Substrates bIS in das neutra

Volumen fir - :
(I) starke Inversion
-(I1) Akkumulation :
Geben Sle den Mldgappunkt anl W|e groB ist die Bandverblegung bei schwacher Inversmn?

b) Bei Welchem'.Hélb’leiterelement_:kann. es noch zu einer Bandverbiegung kommen?

©) Was ist Subtreshold Bereich und wie ist die Subtreshold Spannung definiert? -

Aufgabe 6

E|n MOS Varaktor bestehe aus der Schlchtfolge AIummlum S|l|2|umox1d und p-Substrat Durch
Anlegen einer posmven Spannung an das Aluminium gegenuber dem p-Substrat werde der"Zustar
der Inversion erreicht. Zeichnen Sie qualitativ die Vertellung der. Ladungstragerdlchte des
elektrischen Feldes und des Potential im MOS Varaktor. Geben Sie die Zusammenhénge zwischer
Ladungsdlchte und Feldstarke sowie Feldstarke und Potentlal an.
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